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A napelemtechnoldgiardl

Az aldbbiakban szeretnénk érhet6en megvilagitani a napelemtechnoldgia mélyét, lényegét, melynek
alapjat az ugynevezett fotovoltaikus jelenség szolgdltatja! Ezzel az irdssal az daramtermelés
folyamatanak az elejét6l egészen a végéig szeretnénk eljutni, éppen ezért a Naprendszeriink
csillagaval, a Nappal kell kezdenink, a Napunk biztositja ugyanis a napelem mi(ikédéséhez
elengedhetetlen ,,nyersanyagot”, a fotont. A Naprdl tudni érdemes, hogy kiilénb6z6 hullamhosszu
elektromagneses sugdrzdsokat bocsat ki, ezen sugdrzdsok jelent8s része pedig a mi Foldlinket is eléri.
A bolygdnkat korbezard légkoér azonban csak bizonyos hulldmhossz-tartomanyokban engedi at az
elektromagneses sugarzast, az ultraibolya sugarzast, illetve az annal kisebb hullamhosszu sugarzasokat
(igy a rontgen-, a gamma-, a béta- és az alfasugarzasokat) elnyeli. Ugyanigy elnyeli a Iathaté spektrum
hulldmhossz-tartomanyanal nagyobb hulldmhosszi infravorés sugdrzdst, a hosszdhullamu
radidhulldmokat az ionoszféri veri vissza, mindezekbdl kifolydlag az elektromagneses sugarzasok kozil
minddssze a fény (azaz a lathatd spektrum, 400 nanométer (ibolya szin) — 700 nm (voros szin)),
valamint a kisebb hulldmhosszu radiéhullamok jutnak el a Fold felszinére. A napelemtechnolégia
szempontjabdl viszont csak el6bbi érdekes, ennek oka pedig magdban a napelem celldban rejlik.

Ha kimondjuk azt a szét, hogy napelem, a legtobb ember magéra a napelem panelre asszocial, holott
a technolégia esszencidjat az elektromos aramot el6dllitani képes napelemcella képezi, minden
napelemcella alapjat pedig egy félvezet6 adja. Ez a félvezetd a legtobb napelemcella esetében egy nagy
tisztasagu sziliciumlap (wafer), melyet monokristalyos napelemeknél a sziliciumtomb (ingot)
felszeletelésével kapunk, ezen ingot el6allitasa kristdlyositassal torténik. [A mono- és polikristalyos
napelemek gydrtastechnolégidjaban az a f6 kiilonbség, hogy a monokristalyos napelemek egyetlen
kristalybdl, mig a polikristalyosak tobb kristalybol késziilnek.]

A fémek esetében rendkiviil fontos megemliteni a savrést, ez a sdvrés egy kiliszobenergia, a szilicium
savrésének hulldmhossza az infravords tartomanyban van, 1110 nm. Ez azt jelenti, ha egy sziliciumlapot
1110 nm alatti hulldmhosszisagu elektromdagneses sugarzassal besugarzunk, a szilicium elektronjai
kilokédnek az elektronpdlyaikrdl, a nyugalmi allapotukbdl (valencia savbdl) és a vezets savba keriilnek.
(Az 1110 nm-nél hosszabb elektromagneses sugarzas, igy a mikro- és radidhulldmok nem képesek
elektronokat gerjeszteni, tehat dramot generalni, mert nincs elég energiajuk.)

Mindezekbdl eredeztetve kijelenthetd, a Fold felszinén, akar haztetékon, akar foldre szerelve (vagyis
nem laboratériumi korilmények kdzott) 400-700 nm kozotti hulldmhossz-tartomanyban allitédik elé
aram szilicium alapanyagu napelemeknél. Mivel a Napbdl a Fold felszinére érkez6 elektromdgneses
hulldmok legnagyobb része 600 nm hulldmhosszon (narancssarga szinben) érkezik, a napelemcellakat
is erre a hullamhosszra optimalizaltak.

Felettébb fontos szot ejteni a napelemcella felépitésérél, annak miértjeir6l. Ezt az aldbbi abra
magyarazasaval szeretném bemutatni.

Napelemcella oldalnézete:
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Ott tartunk, hogy 400-700 nm kozotti hulldmhossz-tartomanyban elektromagneses sugarzas éri a
napelemcellat, ezdltal a sziliciumban gerjesztédnek (magasabb energiat kapnak) elektronok. A
kovetkez6kben azt szeretnénk elmagyardzni, ezek a kilokédott elektronok milyen torvényszer(iségek
mentén csoportosulnak. Ehhez definidljunk is néhany alaptételt.

- Az elektron negativ toltés(i, mig az elektronlyuk (a kilok6dott elektron helye) pozitiv.

”

- A sziliciumunkat mindkét oldalardl ,,i” réteggel zarjuk le, passzivaljuk (fém tovabbi oxidaciojat
megakaddlyozzuk). Ezt végezhetjiik szilan gazzal.

- Az ,n” réteg feladata kialakitani a negativ fazist, ehhez foszfin gazt hasznalunk. Ez a katéd.

- A, p” réteg feladata kialakitani a pozitiv fazist, ehhez diboran gazt hasznalunk. Ez az andéd.

- Az el6- és hatoldali atlatszé rétegek azért sziikségesek, hogy lezarjak az dramkort, kialakitva a zart

rendszert.

A sziliciumlapban gerjeszt6dott elektronok, negativ toltésliek 1évén a pozitiv toltést réteg, ,p” réteg
felé, mig a pozitiv toltésl elektronlyukak a negativ toltésl ,n” réteg felé vandorolnak, kialakitva az
aram iranyat, az elektronaramlas a napelemcella hatoldalan realizalodik. Ez azt is jelenti, hogy a
sziliciumlap ,p” réteghez kozelebbi felében a negativ toltésd elektronok, mig a sziliciumlap ,n”
réteghez kdzelebbi felében a pozitiv toltési elektronlyukak lesznek tébbségben.

A sorosan vagy parhuzamosan kapcsolt napelemcelldk elektronjai egy ugynevezett optimalizdléban
gylilnek 06ssze, mely az érkezd egyendramot (DC, direct current), tovabbitja a napelemhez
csatlakoztatott inverter vagy mikroinverter felé, mely az egyendrambdl valtéaramot csinal (AC,
alternative current). Az dram a magasfeszilltségl vezetékeken elindul a felhaszndld felé, a
gerjeszt6dott elektron pedig energiaja tobbségét veszitve visszatér a napelem cellaba rekombinalédni.
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